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токовых элементов на инжекционно-полевых транзисторных структурах 
(ИПС). Поскольку ИПС обладают большими пробивными напряжениями, 
то появляется возможность непосредственного подключения таких выход-
ных каскадов к сетевым проводам. Высокое значение коэффициента пе-
редачи тока ИПС дает возможность обеспечить достаточную степень по-
давления синфазной и дифференциальной составляющей токов цифро-
вых данных, циркулирующих в сети электропитания. 

САМОРАЗРУШАЮЩИЕСЯ КРЕМНИЕВЫЕ ЧИПЫ 
ПРИ ПОПЫТКЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К НИМ. 

А.В. ДОЛБИК, С.К. ЛАЗАРУК, П.С. КАЦУБА, А.А. РУМЯНЦЕВ, В.А. ЛАБУНОВ 

Пористый кремний, полученный электрохимическим анодирова-
нием монокристаллического кремния, обладает уникальными физиче-
скими и химическими свойствами, которые определяются его нанокри-
сталлической структурой. Выбирая режимы анодной обработки возможно 
управлять этими свойствами, создавая в монокристаллической подложке 
разветвленную систему пор с размерами от единиц нанометров до не-
скольких микрон и формируя таким образом в пористом слое нанострук-
турированный материал с определенными свойствами. К таким явлениям 
относится недавно обнаруженное быстрое окисление слоев пористого 
кремния, проявляющееся как горение и взрыв этого материала. 

Так к возможному практическому использованию процесса взрыва 
пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся 
кремниевых чипов. Взрыв либо горение пористого кремния инициируется 
механическим, электрическим, оптическим либо химическим способом. В 
частности, электрический импульс с амплитудой тока более 1 А иниции-
рует взрывной процесс с временной задержкой микросекундного диапазо-
на. В наших экспериментах при толщинах пористого кремния более 100 
мкм взрыв приводил к полному разрушению кремниевой подложки. В ре-
зультате взрыва кремниевый чип разделялся на множество осколков, что 
делало полностью невозможным его дальнейшее использование. При этом 
сама вспышка не оказывала какого-либо ощутимого воздействия на чело-
века. Следует отметить локальность действия взрывной реакции, ограни-
ченной объемом пористого слоя. Никаких разрушений у объектов, нахо-
дящихся в непосредственной близости возле взрываемых чипов, обнару-
жено не было. 

Таким образом, взрывная реакция при быстром окислении порис-
того кремния может быть использована для защиты информации, храня-
щейся на кремниевом кристалле. Управляемый микровзрыв пористого 
кремния позволяет разработать микросистемы, обладающие принципи-
ально новыми возможностями в плане защиты информации 

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУМАГИ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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Традиционные методы защиты ценных бумаг и документов от под-
делки основаны на использовании вводимых в бумагу-основу защитных 
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меток (нити, волокна, конфетти и т.д.), служащих для создания специфи-
ческой морфологии поверхности бумаги или же в качестве индикаторов 
при воздействии на бумагу химических реагентов и УФ излучения. В по-
следние годы с целью разработки нетрадиционных методов защиты в ис-
следовательских центрах многих стран ведутся работы по созданию плаз-
менно-пучковых и микроволновых способов воздействия на бумагу, на-
правленных на изменение ее надмолекулярной структуры в микронном и 
субмикронном приповерхностном слое. 

В настоящей работе исследовано изменение оптических свойств 
бумаги в результате ее модификации в мощном магнитном поле, возбуж-
даемом в мегагерцовом диапазоне частот с использованием генератора 
высокочастотного синусоидального тока. 

Установлено, что воздействие на бумагу высокочастотного магнит-
ного поля приводит к изменению индикатрис коэффициентов отражения 
и пропускания зондирующего поляризованного излучения Не-Ne лазера, 
связанному с возникновением ориентационных эффектов в протяженных 
макромолекулах целлюлозы вследствие большой анизотропии их диамаг-
нитной восприимчивости. 

МОДЕЛЬ МДП-ТРАНЗИСТОРА С СУБМИКРОННЫМИ РАЗМЕРАМИ 

В.Е. ГАЛУЗО 

Предлагается простая аналитическая квазидвумерная физико-
топологическая модель передаточной и выходной вольт-амперных харак-
теристик (ВАХ) в режиме сильной инверсии МДП-транзистора с субмик-
ронными размерами длины канала, а точнее, с расстоянием между стоком 
и истоком меньше суммарной толщины обедненных областей их p-n пере-
ходов. В модели учитывается уменьшение подвижности и насыщение ско-
рости носителей заряда в сильных продольных и поперечных электриче-
ских полях.  

Моделирование порогового напряжения осуществляется с учетом 
влияния на заряд в обедненной области под затвором размеров обеднен-
ных областей p–n–переходов стока и истока, т.е. тем самым описывается 
влияние потенциала на стоке и расстояние между стоком и истоком на 
величину порогового напряжения. Расчет размеров обедненных областей 
стока и истока выполняется с учетом влияния заряда подвижных носите-
лей. 

При моделировании тока стока предлагается учитывать сложный 
характер распределения плотности подвижных носителей заряда по дли-
не канала, обусловленный неравномерностью заряда обедненной области 
под затвором по длине канала. 

Результаты моделирования ВАХ хорошо согласуются с эксперимен-
том. Благодаря своей простоте и достоверности модель может быть ис-
пользована в программах схемотехнического анализа. 




